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ДАТЧИК УРОВНЯ ПСЕВДООЖИЖЕННОГО СЛОЯ

Псевдоожиженный слой применяется в промышленности для клас
сификации, сушки и термической обработки зернистых материалов.

При проведении технологических процессов часто необходимо под
держивать уровень псевдоожиженного слоя на заданной величине. Ав
томатическое регулирование уровня можно осуществить при помощи 
датчика уровня, принцип работы которого излагается ниже.

Датчик уровня изготавливается из проволоки с большим темпера
турным коэффициентом электрического сопротивления, например меди. 
Температурный коэффициент электрического сопротивления можно оп
ределить по соотношению [1]

R t--
R o { t - Q

где Rf — сопротивление датчика, измеренное при температуре t; Rq — 
сопротивление датчика, измеренное при температуре — темпера
турный коэффициент электрического сопротивления — величина относи
тельного изменения сопротивления при изменении температуры датчика 
на 1°С.

При прохождении тока через датчик в последнем выделится коли
чество тепла

/Ł/t -0,24,

где I — ток; U — напряжение; т — время прохождения тока.
Выделяющееся тепло нагревает датчик, повышая его температуру. 

Нагретый электрическим током датчик будет отдавать тепло в окружаю
щую среду. Количество тепла, отданное в окружающую среду, можно 
определить по выражению

Q2 =  аД tF т,

где сс — коэффициент теплообмена между датчиком и окружающей сре
дой; А/ — разность температур между датчиком и окружающей средой: 
Аі = І2—tu t\ — температура псевдоожиженного слоя; І2 — температура 
датчика; F — поверхность охлаждения датчика; т — время установле
ния теплового равндвесия.

При установившемся режиме Qi = Q2- Тогда
0,24 IU X = aAtFx. (1)

В практических условиях поверхность охлаждения датчика не из
меняется, т. е. f  =  const. Если поддерживать постоянными разность тем-
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ператур между датчиком и средой, а также напряжение на зажимах 
датчика, т. е. А/■= const и f/=  const, то из уравнения (1) следует, что

a/^tFI
и

Следовательно, ток в датчике является функцией коэффициента тепло- 
обхмена а:

/  =  /(«).
В связи с тем что теплообмен в псевдоожиженном слое материала 

в 4—5 раз выше [2, 3], чем в гДзе, ток в датчике, помещенном в псевдо
ожиженный слой,^также будет выше, чем в том же датчргке, изъятом из 
слоя. По изменению тока в цепи датчика можно судить о местонахожде
нии последнего. Сигналом для регулирования уровня может служить из
менение тока в цепи датчика.;
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Рис. 1. Изменение электрического тока в зависимости от 
местонахождения датчика:

1 н ад  п с е в д о о ж и ж е н н ы м  сл о е м ; 2 — в п с е в д о Ь ж и ж е н н о м  сл ое.

На рис. 1 представлен график изменения электрического тока дат
чика в зависимости от места его нахождения: в псевдоожиженном слое 
или над ним. Из графика видно, что с повышением напряжения на за
жимах датчика увеличивается разность токов в нем в зависимости от

ванном реле, которое,' срабатывая, сигнализирует об изменении уровня 
слоя материала. Схема сигнализации уровня псевдоожиженного слоя 
дана на ppic. 2.
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